
RDFC 拓撲結構 
——為 RDFC 應用選擇正確的 BJT  
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可供 RDFC 應用使用的各種 BJT 描述 
• 製造商的數目 

• 各種類型 110 V 和 230 V 應用 

• 各種類型應用的功率輸出。 

概述 
將應用於 RDFC（諧振非連續順向式轉換器）拓撲結

構的 CamSemi C2470 控制器系列，新加入外置 BJT 
開關以加強成本效益。 

RDFC 應用是一個能簡化設計的 SMPS 拓撲結構，更

可用來取代龐大、效率低下和昂貴的線性電源。 

然而，其諧振拓撲結構與其他 SMPS 拓撲結構有所不

同。例如返馳式， RCC，以及採用 BJT 開關的方式，

諧振波形不同尋常，在 BJT 中需要注意許多不同的參

數。 

相關檔 
為了盡可能簡化電源設計，CamSemi 提供了多份技術

檔案，檔案資料請見網站 www.camsemi.com 。 

檔描述 代碼 
基本設計指南 <6 W DG-2128 
基本設計指南 <40 W DG-1694 
主要 RDFC 應用電路的測量 AN-2274 
RDFC 應用的功率 BJT 規格 AN-2276 
RDFC 應用的 BJT 初級開關電路

額定值 
AN-2337 

RDFC 應用的初級開關電路集電

極電壓的測量 
AN-2497 

RDFC 應用高壓 BJT 測試的主要

參數 
AN-2576 

 

控制器系列 
元件型號 封裝 功率（W） 

C2471LX2 SOT23-6 1-6 W 
C2472PX2 SOT23-6 6-40 W 

 

 
各種主要 BJT 參數 
集電極額定電壓（VCE） 
由於採用諧振操作模式，RDFC 應用關斷狀態 
的峰值集電極電壓將比返馳式應用的電壓高出 
很多。為了選擇正確的集電極額定電壓，應該 
考慮以下擊穿電壓規範： 
�VCEO——基極開路時共發射極配置下的擊穿電壓 
（此處發射極接地）； 
�VCBO——發射極開路時共基極配置下的擊穿電壓 
（此處基極共用/接地）； 
�VCES——基極與發射極短路的共發射極配置下的 
擊穿電壓； 
�VCER——在基極和發射極間採用一個電阻器的共 
發射極配置的擊穿電壓； 
典型 VCEO < VCER* ≈ VCES ≈ VCBO 
 

集電極電流額定值（IC-DC） 
電晶體的集電極電流額定值的選擇基於目標應用 
可能的最差峰值集電極電流。 
 
輸出電容（COB） 
Q1 的低輸出電容對 RDFC 應用是必不可少的。 
 
DC 電流增益（hFE） 
最小 hFE 足夠高是必不可少的，以承受來自控制器 
的有效基極電流內所需的集電極電流。 
 
RBSOA 
電晶體的反向偏壓安全工作區域（RBSOA）主要 
適用于 Q1 關斷瞬變。 
 
存儲時間（TSTG） 
低存儲時間需要實現最理想的關斷切換操作，同時 
降低 RDFC 應用中的峰值集電極電壓。 
 
 

可用的雙極結晶體管（BJT） 
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低電壓應用（110 V 輸入） 

Manufacturer Part No.
VCBO/
VCEV 

(V)

VCEO 
(V) IC(ADC) Package Applications 

Power range (W)

ON Semiconductor MJE13003 700 400 1.5 TO-126  6-18W, 115Vac 
ON Semiconductor MJE13005 700 400 4 TO-220 18-25W,115vac

Taiwan Semiconductor TS13003CT 700 400 1.5 TO-92/TO-126  6-18W, 115Vac 
Taiwan Semiconductor TS13005CZ 700 400 4 TO-220 18-25W,115vac
Taiwan Semiconductor TS13007BCZ 700 400 8 TO-220 30-40W,115Vac
Taiwan Semiconductor TS13003HV 900 400 1.5 TO-126  6-18W, 115Vac 

KEC MJE13003HV 900 530 1.5 TO-126  6-18W, 115Vac 
AUK STD13003 700 400 1.5 TO-126  6-18W, 115Vac  

高電壓應用（230V 輸入） 

Manufacturer Part No.
VCBO/
VCEV 

(V)

VCEO 
(V) IC(ADC) Package Applications Power 

Range (W)

Sanyo 2SC6084 1500 800 5 TO-220  18-40W, 230Vac 

Sanyo TT2274A 1400 800 1 TO-126 6-12W,230Vac
Sanyo TT2274T 1400 800 1 TP  6-12W, 230Vac 
Fairchild KSC5042M 1500 900 0.1 TO-126 3-6W,230Vac
Taiwan Semiconductor TSC5401CT 1500 700 1 TO-92 30-40W,230Vac
Sino Microelctronics 3DD5023 1500 600 6 TO-220F 25-40W, 230Vac 
Sino Microelctronics 3DD5024 1500 600 8 TO-220F 25-40W, 230Vac 
Goodark 2SC3097 1400 600 1.5 TO-126  6-18W, 230Vac 
WUXI Hengcheng BU506AF 1500 800 4 TO-220F 25-40W, 230Vac 
JCET 2SC3149 1200 800 0.5 TO-126  6-9W, 230Vac  
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